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(54) Bauteil mit einem Kondensator 

(57) Die Erfindung betrtfft ein Bauteil mit einem 
Kondensator, insbesondere als integriertes oder diskre- 
tes Bauteil, mit wenigstens einer Substratschicht (1) 
aus Glas bzw. Al 2 0 3l wenigstens einer Antireaktions- 
schtcht (2) bzw. Planarisierungsschicht (2), wenigstens 
zwei Elektrodenschichten (3, 5) und wenigstens einer 
Dielektrikumschtcht (4) sowie ein en solchen Kondensa- 
tor. Um ein Bauteil zu schaffen, das kostengonstige, 
SMD-fahige Kondensatoren mit hoher Flachenkapazi- 
tat. geringer Dicke und geringer Toleranz zur Verfiigung 
stellt, ist fur die Arrtireaktionsschicht (2) auf dem Glas- 
substrat (1) bzw. filr die Planarisierungsschicht {2} auf 
dem Al 2 0 3 -Substrat (1) jeweils wenigstens ein 
bestimmtes Material vorgesehen. Bei einer Antireakti- 
onsschicht oder Planarisierungsschicht (2) aus einem 
der beanspruchten Stoffe oder einer Kombination aus 
mehreren Stotfen kann eine dielektrische Schicht (4) 
aufgebracht werden, mit der eine hone Kapazitat 
erreicht wird. 
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Beschrelbung 

Die Erfindung betrifft ein Bauteil mit einem Konden- 
sator, insbesondere als integriertes Oder diskretes Bau- 
teil, mit wenigstens einer Substratschicht aus Glas bzw. 
Al 2 0 3 , wenigstens einer Antireaktionsschicht bzw. Pla- 
narisierungsschicht, wenigstens zwei Elektroden- 
schichten und wenigstens einer Dielektrikumschicht 
sowie ein en solchen Kondensator. 

Des weiteren betrifft die Erfindung jeweils ein Ver- 
fahren zur Herstellung eines gattungsgemaBen Bautei- 
les mit einem Kondensator mit einem Glassubstrat und 
einer Antireaktionsschicht Oder mit einem Al 2 0 3 -Sub- 
strat und einer Planarisierungsschicht. 

Keramische Vielschichtkondensatoren werden iibli- 
cherweise auf pulvertechnologischem Wege herge- 
stellt. Dazu werden Pulver mit Mischoxidverfahren bzw. 
mit naBchemischen Verlahren wie z.B. Fallung aus 
waBrigen LOsungen hergestellt. Die Pulver gewunsch- 
ter Zusammensetzung werden mit einem Binder verse- 
hen und z.B. zu Folien verarbeitet. Die Folien werden 
mit Elektrodenpasten bedruckt und anschlieBend uber- 
einander gestapelt. Der Binder wird bei niedrigen Tem- 
peraturen ausgebrannt und die Kondensatoren werden 
bei Temperaturen von ca. 1250 - 1300*C, abhangig vom 
Materialsystem und der Zusammensetzung, zu einem 
dichten Produkt gesintert. Die mit Verfahren nach dem 
Stand der Technik hergestellten keramischen Konden- 
satoren weisen Dielektrika mit Dicken von ca. 10-15 
jim auf. Mit WeiterentwicWung der Pulvertechnik kon- 
nen auf diese Weise Kondensatoren mit dielektrischen 
Dicken von ca, 3 - 5 n,m erzeugt werden. 

Bedingt durch die eingesetzten Folien- und Sieb- 
drucktechnologien sowie die Stapelung der Folien mit 
bis zu 70 - 100 Lag en ist eine Miniaturisierung der 
au Keren Abmessungen technologist sehr aufwendtg 
fur Kondensatorabmessungen 0402 und 0201 , was 1 • 
0,5 mm 2 und 0,5 • 0,25 mm 2 entspricht. Nach dem 
Stand der Technik sind Kriechwege in den Kondensato- 
ren von ca. 150 - 250 urn typisch. Ein Kondensator mit 
den lateraien Abmessungen 0402 oder 0201 besitzt 
daher nur noch ein en Wei nen Teil aktiver Kondensator- 
flache. 

Aus DE 34 14 808 A1 "Verfahren zur Herstellung 
eines preiswerten DQnnfilmkondensators und danach 
hergesteliter Kondensators" ist bekannt, dal3 auf ein 
Substrat, vorzugsweise eine Glasplatte, eine Schicht 
aus einer mit Phosphor angereicherten Siiiziumdicxid- 
grundierung aufgebracht wird, die ca. 3 % Phosphor 
enthatt. Darauf wird dann eine zu strukturierende 
Schicht leitenden Materials, vorzugsweise aus Alumi- 
nium oder Nickel, zur Def inierung von Elektroden aufge- 
bracht. Auf das behandelte Substrat wird dann eine 
Schicht Siiiziumdioxid mit einer Dielektrizitatskonstan- 
ten K=3,97 und einer Dicke von 1,155 ^m aufgebracht. 
Im Dokument DE 34 14 808 A1 werden folglich Dunn- 
schichtkondensatoren beschrieben. die eine sehr 
geringe Flachenkapazitat aufweisen. Als Substrat wird 



Glas eingesetzt und als Elektrodenmaterial dient Alumi- 
nium. Unter diesen Bedingungen kann nur eine einfa- 
che oxidische Schicht wie das angegebene Si0 2 als 
Dielektrikum benutzt werden. Diese Schichten haben 

5 eine sehr niedrige Dielektrizitatskonstante K und liefern 
damit auch sehr niedrige Fiachenkapazitaten. Mit die- 
sen Dielektrika kflnnen nur Kondensatoren mit 100 - 
500 pF erzeugt werden. Um hohe Kapazitaten zu errei- 
chen, mu3 ein Dielektrikum mit K>50 in Form dunner 

w Schichten auf einem Substrat abgeschieden werden. 

Die Aufgabe der Erfindung ist es daher, kostengOn- 
stige, SMD-fShige Kondensatoren mit hoher Flachenka- 
pazitat, germger Dicke und geringer Toleranz 
herzustellen. 

15 Die Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daG bei einem Bauteil mit einem Kondensator mit einem 
Glassubstrat als Material for die Antireaktionsschicht 
wenigstens ein Element aus einer Gruppe, bestehend 
aus Tt0 2 , Zr0 2 , Hf0 2 . SrTi0 3 , CaTi0 3 , BaTi0 3 , 

20 BaZr x Ti 1 . x 0 3 mit x=0..1, PbZrJl^Os mit x=0..1, 
Ta 2 0 5 , Nb 2 0 5 , MgO, BeO, Al 2 0 3 , MgAI 2 0 4 , ZrTi0 4 , 
BaF 2 , TiB2,MgF 2 , Y 2 0 3 , Sc 2 0 3 , La 2 0 3 und Ln 2 0 3 , 
wobei Ln Lanthanide wie z.B. Pr 2 0 3 sind, vorgesehen 
ist. Als Glassubstrat konnen dabei neben Quarzglas 

25 (SiO^ insbesondere aus Kostengrunde auch Silikatgia- 
ser verwendet werden. Um hohe Kapazitaten in Wei nen 
Abmessungen zu erreichen, mOssen dielektrische 
Materialien eingesetzt werden, die Dielektrizitatskon- 
stanten K> 10 haben, aus denen fur ausreichende 

30 Kapazitaten mit Dunnschichtprozessen dunne, dielek- 
trische Schichten hergestellt werden. Um diese Mate- 
rialien auf einem kostengunstigen Glassubstrat 
verwenden zu konnen, mu8 eine Antireaktionsschicht 
vorgesehen werden, die eine Reaktion des Dielektri- 

35 kums mit dem (Glassubstrat verhindert Weiterhin wird 
durch diese Antireaktionsschicht auch das Problem 
einer RiBbildung durch unterschiedliche thermische 
Ausdehnungskoeffizienten von Substrat und Dielektri- 
kumschicht vermieden. Bei einer Antireaktionsschicht 

40 aus einem der oben angegebenen Stoffe oder einer 
Kombination aus mehreren Stoffen auf dem Glassub- 
strat kann darauf eine dielektrische Schicht aufgebracht 
werden, mit der eine ausreichende Kapazitat erreicht 
wird. Als Verfahren eine Antireaktionsschicht abzu- 

45 scheiden, ist auch das Aufbringen einer Schichtzusanv 
mensetzung geeignet, wie beispielsweise einer Ti/Pt - 
Schicht, getolgt von einer Strukturierung des Pt mittels 
reakrjvem lonenatzen und anschlieBender Oxidation 
des Tr in Sauerstoffatmosphare zu Ti0 2 . 

so In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung ist als Material for die Elektrodenschichten jeweils 
wenigstens ein Element aus einer Gruppe, bestehend 
aus TVPt, Ta/Pt, Ti/Pd/Pt, lr, lrO x , Ir0 2 /lr, Zr0 2 /Pt, Ti/Cu, 
Ti/Ni, Ti/NiAl, Ti/(Ni, Al. Cr), Ti/(Ni, Al, Fe), Ti/(Ni, Fe, 

as Cr), Ti/(Ni, Al, Cr, Fe), Ti/(Ni, Fe, Cr, Si) r Ti/(Co, Ni, Fe, 
Cr), P^AI^t, Pt/lr0 2 , Ti0 2 /Pt, leitenden Oxiden. 
Hybrid en aus wenigstens einem leitenden Oxid und 
einem Edelmetall und Hybriden aus wenigstens einem 
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Edelmetali und einem Nichtedelmetall, vorgesehen. Als 
Matetrial IGr die Elektroden werden Edelmetali- oder 
Nichtedelmetallschichten eingesetzt, die beispielsweise 
mittels lithographischer Prozesse verbunden mit NaB- 
oder Trockenatzschritten zu Elektroden strukturiert wer- 
den. Als leitende Oxide konnen dabei beispielsweise 
die Verbindungen RuO x , SrRu0 3 Oder andere verwen- 
det werden. FOr hybride Kombinationen aus leitenden 
Oxiden und Edelmetallen kommen zum Beispiel Kombi- 
nationen wie RuO,</Pt zur Anwendung. Als Hybridelek- 
troden aus Edelmetali und Nichtedelmetall eignen sich 
insbesondere die Kombinationen Ti/Cu/Pt, Ti/Ni/Pt und 
Ti/(Ni, Cr. Al. Fe)/Pt sowie weitere ahnliche Verbindun- 
gen. 

In einer vorteilhaften Weiterbildung des Bauteiles 
ist fur die Dielektrikumschicht eine Schicht aus ferro- 
elektrischem Material mit einer Dicke von 10 nm bis 2 
Urn vorgesehen. Da aufgrund der Antireaktionsschich- 
ten dunne, ferroelektrische Dielektrika mit gertngem 
Verlustfaktorauf kostengunstigem Substrat aufgebracht 
werden konnen, ist die Herstellung eines Kondensators 
mit groBer Volumenkapazitat in Dunnschichttechnik 
moglich, der SMD-fahig und mit groBer Prazision fertig- 
bar ist. Fur DCinnschichten von 10 nm bis 2 \x,m werden 
vorzugsweise folgende dielektrische Materialien ver- 
wendet: 

PbZr^Ti-i.jtOa mit x=0-1, mit oder ohne BleiOber- 
schuB 

Dotiertes PbZr x T\], x 0 3 , z. B. mit Nb dotiert 
Pb^oyLayZrxTVxOa mit x=0-1, y=0-0,20 und 
a=1 ,3-1 ,5, mit oder ohne BleiuberschuB 
Pb^nyLayTiOa mit y=0-0,28 und a= 1,3- 1,5, mit 
oder ohne BleiOberschuB 
(Pb, Ca)T10 3 

BaT10 3 , mit oder ohne Dotierungen 
BaTi0 3 mit Ce-Dotierung 
BaT10 3 mit Nb- und/oder Co-Dotierung 
BaZ^Tr^Os mit x=0-1 
Ba^xS^TiOs mit x=0-1 

SrTi0 3 mit Dotierungen von z. B. La, Nb, Fe, Mn 
SrZr/TVxOs mit x=0-1 mit oder ohne Mn-Dotierung 
CaOxZnO y {Nb 2 0 5 ) z mit x=0,01-0,05; y=0,43-0,55; 
z=0,44-0,52 

(BaTiO 3 ) 0 19 . 0 27+{Nd 2 03)o i 316-D,355 + ( TlC, s)o,27S. 
0,355 + {Bi20a)o,025-0,081 + ZnO 

MgO-Ti0 2 -CaO-AI 2 0 3 -Si0 2 mit Dotierung von Nb. 

Y La, Pr, Ni 

Al 2 0 3 

Ba 2 Tig0 2 o 

Nb 2 0 5 

Ti0 2 

CaTi0 3 

CaTi0 3 + CaTiSi0 5 
(Sr, Ca){Ti, Zr)0 3 

(Sr, Ca, M)(Ti, Zr)0 3 M=Mg oder Zn 
(Sr, Ca, Mg, Zn){71 ( Zr, Si)0 3 
(Sr, Ca, Cu, Mn, Pb)Ti0 3 + Bi 2 0 3 



BaO-Sr0-Ca0-Nd 2 O 3 -Gd 2 0 3 -Nb 2 O5-TiO 2 
(B^OsJxtNbaOgJLx mit Zugaben von Si0 2 , Mn0 2 , 
PbO 

BaTi0 3 mit Nb 2 0 5 , CoO, Mn0 2 , Ce0 2 , ZnO Dotie- 
s rungen 

BaTi0 3 + CaZr0 3 mit Zugabe von MnO, MgO und 
Seltenerdoxiden 

(Ba, Ca)Ti0 3 + Nb 2 0 5 , Co 2 0 3 , Mn0 2 
Zr(Ti, Sn)0 4 
w BaO-PbO-Nd 2 0 3 -Pr 2 0 3 -Bi20 3 -Ti0 2 
Ba(Zn, Ta)0 3 
Ta 2 0 5 
CaZr0 3 

(Ba, Nd)(Ti, Zr)0 3 + Ce-Dotierung 
is (Ba, Ca, Sr)(Ti, Zr)0 3 + Li 2 0, Si0 2 , B 2 0 3 
PbO-Nb20 3 -Zr0 2 -Sn0 2 -T10 2 
[P^Mg^Nb^JOslx-EPbTiOsl^x mitx=0.1 , mit und 
ohne BleiOberschuB, mit und ohne Dotierung 
(Pb, Ba, Sr){Ma 1 y 3 Nb M ) x Ti y (Zn 1/ 3Nb M ) 1 . ][ . y 03 

20 

i) Pb(Mg 1/2 W 1/2 )0 3 

ii) Pb(Fe 1/2 Nb 1/2 )0 3 

iii) PbtFe^W^O, 

iv) Pb(Ni 1/3 Nb2y3)0 3 
25 v) PbtZniaNb^Oa 

Kombinationen der Verbindungen i) - v) mit PbTi0 3 

und PtyMg^Nb^Cvj 

Pb(Sc 1/2 Ta 1/2 )0 3 

30 

Ebenfalls konnen auch Schicntstrukturen, die aus 
mehreren einzelnen Schichten der oben aufgefuhrten 
Verbindungen aufgebaut sind, wie beispielsweise eine 
titanreiche PZT-Schicht und darauf PLZT-Schichten, 

35 verwendet werden, wodurch sich insbesondere die 
elektrischen Eigenschaften der Schicht verbessern. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB ebenfalls 
dadurch geldst, da (3 bei einem Bautei) mit einem Kon- 
densator mit wenigstens einer Substratschicht aus 

40 Al 2 0 3 als Material fur die Planarisierungsschicht nicht 
kristallisierende Glaser mit/ohne Zusatz von wenigstens 
einem Element aus einer Gruppe, bestehend aus 
Ti0 2 , Zr0 2 , Hf0 2f SrTi0 3 , CaTi0 3 , CaZr0 3) BaTi0 3 , 
BaZ^Ti^xO;) mit x=0..1 ,PbZrxTVx0 3 mit x=0.. 1 , Ta 2 0 5 , 

45 Nb 2 0 5 , MgO, BeO, Al 2 0 3 , MgAI 2 0 4 , ZrTi0 4 , BaF 2 , 
MgF 2 ,Y 2 0 3 , Sc20 3 , La 2 0 3 und Ln 2 0 3 , wobei l_n Lan- 
thanide wie z.B. Pr 2 0 3 sind, vorgesehen sind. Ahnlich 
wie bei einem erfindungsgemaB en Kondensator mit 
einem Glassubstrat und einer Antireaktionsschicht wer- 

so den dielektrische Materialien eingesetzt, die Dielektrizi- 
tatskonstanten K>10 haben, urn hohe Kapazitaten in 
kJeinen Abmessungen zu erreichen. Urn diese Materia- 
lien auf einem kostengunstigen AJ 2 0 3 -Substrat verwen- 
den zu konnen, muB eine Planarisierungsschicht 

55 vorgesehen werden, da neben einer Reaktton des 
Dtelektrikums mit Al 2 0 3 auch KurzschlOsse der Kon- 
densatoren aufgrund der hohen Oberflachenrauhigkeit 
verhindert werden mOssen. Weiterhin wird auch eine 
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RiRbildung der dielektrischen Schicht durch unter- 
schiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten ver- 
mieden. Bei einer Planarisierungsschicht aus einem der 
oben angegebenen Stoffe Oder einer Kombination aus 
mehreren Stoffen auf dem Al 2 0 3 -Substrat kann darauf 5 
eine dielektrische Schicht aufgebracht werden, mtt der 
eine ausreichende Kapazitat erreicht wird. Im Falle von 
sehr oberflachenrauhen Substraten, wie z.B. Al 2 0 3 - 
Substraten mtt Dickschichtqualitat, werden mehrere 
Mikrometer dicke Planarisierungsschichten aufge- 10 
bracht. Diese Planarisierungsschicht kann z.B. eine 
Blei-Silikatglasschicht Oder auch zur Erhohung der 
Temperaturstabilitat eine mit Ti0 2 , Zr0 2 Oder auch 
PbTi0 3 oder einem der anderen oben angegebenen 
Zusatze angereicherte Glasschicht sein. Als Verfahren 15 
zur Abscheidung einiger Mikrometer dicker Schicht en 
kflnnen hier z.B. Dickschichtprozesse, wie z.B. Sieb- 
druckprozesse, eingesetzt werden. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform des erfin- 
dungsgemarjen Kondensators mit Al 2 0 3 - Substrat ist 20 
als Material fur die Elektrodenschichten jeweils wenig- 
stens ein Element aus einer Gruppe, bestehend aus 
Ti/Pt Ta/Pt, Ti/Pd/Pt, fr, lrO x , Ir0 2 /lr, ZrO^Pt, Ti/Cu, 
Ti/Ni, Ti/NiAl, Ti/(Ni. Al, Cr), TV(Ni, Al. Fe), Ti/(Ni, Fe, 
Cr), Ti/(Ni, Al, Cr, Fe), TV(Ni, Fe, Cr, Si). Ti/(Co, Ni, Fe. 2s 
Cr), P^M^JPt, Pt/lr0 2 , TiO^Pt, leitenden Oxiden, 
Hybriden aus wenigstens einem leitenden Oxid und 
einem Edelmetall und Hybriden aus wenigstens einem 
Edelmetall und einem Nicht-edelmetall, vorgesehen. 
Als leitende Oxide kOnnen dabei beispielsweise die Ver- 30 
bindungen RuO x , SrRu0 3 oder and ere verwendet wer- 
den. Far hybride Kombination en aus leitenden Oxiden 
und Edelmetallen kommen zum Beispiel Kombinationen 
wie RuOx/Pt zur Anwendung. Als Hybridelektroden aus 
Edelmetall und Nichtedelmetall eignen sich insbeson- 35 
deredie Kombinationen Tl/Cu/Pt, Ti/Ni/Pt und 71/(Ni, Cr, 
Al, Fe)/Pt sowie weitere ahnliche Verbindungen. 

In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung 
ist for die Dielektrikumschicht eine Schicht aus ferro- 
elektrischem Material mit einer Dicke von 10 nm bis 2 40 
jim vorgesehen. Auch hier kOnnen mit Hilfe der Planari- 
sierungsschichten dunne, ferroelektrische Dielektrika 
mit geringem Verlustfaktor auf kostengunstigem Sub- 
strat aufgebracht werden, die die Herstellung eines 
Kondensators mit groBer Volumenkapazitat in Dflnn- 45 
schichttechnik ermoglichen, der SMD-fahig und mit gro- 
Ber Prazision fertigbar ist. Als dielektrische Material ien 
werden vorzugsweise die oben fur Schichtdicken von 10 
nm - 2 nm auf einem Glassubstrat angegebenen Stoffe 
verwendet. so 

In einer anderen Weiterbildung des Kondensators 
in Dickschichttechnik ist dag eg en als Material fur die 
Elektrodenschichten jeweils wenigstens ein Metalipul- 
ver in Form einer Paste aus einer Gruppe, bestehend 
aus Ag x Pt 1 . x mitx=0..1, Ag x Pdi. x mitx=0,.1, Ag, Cu, Ni 55 
und diese Metal Ipu I ver jeweils mit Zugabe geringer 
Mengen eines Haftglases, vorgesehen. 

Neben der Ausfuhrungsform in DOnnschichttechnik 
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auf einem Al 2 0 3 - Substrat kann es auch vorteilhaft 
sein, fdr die Dielektrikumschicht eine Schicht aus ferro- 
elektrischem Material mit einer Dicke von 2 fim bis 20 
nm vorzusehen. FOr Dickschichten von ca. 2 fim - 20 
\un werden als dielektrische Materialien vorzugsweise 
Fasten verwendet, die die folgenden Bestandteile in 
Form von Pulver enthalten: 

PbZr x Ti-|. x 03 mit x=0-1, mit und ohne Bleiuber- 

schufJ (z.B. PbWOg) 

Dotiertes PtiZt^.^ mit FlOssigphase 

PbT.ayLayZrjjTivxOs mit x=o-1, y=0-0,20 und 

o=1.3-1,5 

Pbi^yLayTlOs mit y=0-0,28 und cx=1,3-1,5 

(Pb, Ca)Ti0 3 

BaTi0 3 

BaTi0 3 mit Ce-Dotierung 
BaTi0 3 mit Nb- und/oder Co-Dotierung 
BaZrxTii.xOs mit x=0-1 
Bai. x Sr x "n0 3 mit x=0-1 

SrTi0 3 mit Dotierungen von z. B. La, Nb, Fe, Mn 
SrZr x *ni. x 0 3 mit x=0-1 mit oder ohne Mn-Dotierung 
CaO x ZnO y (Nb 2 0 5 ) z mit x=0,0 1-0,05; y =0,43-0,55; 
z«0,44-0,52 

(BaTiO 3 ) 0 ,i8-0,27+{Nd 2 O 3 )0 i 316-0.355+( Ti O2)0,276- 

o,355+(Bia0 3 )o ,025-o,oa i+ZnO 
CaTi0 3 + CaTiSi0 5 
(Sr, Ca)(n, Zr)0 3 

(Sr, Ca, M)(Ti. Zr)0 3 M=Mg oder Zn 

(Sr, Ca, Mg, Zn)(Ti. Zr, Si)0 3 

(Sr, Ca, Cu, Mn, Pb)Ti0 3 + Bi 2 0 3 

BaO-SrO-CaO-Nd 2 0 3 -Gd203-Nb205-Ti02 

(Bi 2 03) x (Nb 2 05) 1 . x mit Zugaben von Si0 2 , Mn0 2 , 

PbO 

BaTi0 3 mit Nb 2 0 5 , CoO, Mn0 2 , Ce0 2 , ZnO Dotie- 
rungen 

BaTi0 3 + CaZr0 3 mrt Zugabe von MnO, MgO und 
Seltenerdoxiden 

(Ba, Ca)Ti0 3 + Nb^, Co 2 0 3 , Mn0 2 
MgO-Ti02-CaO-Al 2 0 3 -Si0 2 mit Dotierung von Nb, 
Y, La, Pr. Ni 
Ba 2 Ti 9 O 20 
Zr(Ti, Sn)0 4 

BaO-PbO-Nd 2 0 3 -Pr 2 0 3 -Bi 2 0 3 -Ti0 2 
Ba(Zn, Ta)0 3 

(Ba, Nd)(Tl, Zr)0 3 + Ce-Dotierungen 
CaZr0 3 

(Ba, Ca, Sr)(Ti, Zr)0 3 + li 2 0, Si0 2 , B 2 0 3 
PbO-Nb20 3 -ZrO 2 -Sn0 2 -Ti0 2 
[PbtMg^Nb^Oak-rPbTtOal^ + Flussigphase, 
mit xo0..1 

(Pb, Ba, SOtMflt/aNba^xTlytZn^NbaflJv^Oa 

i) Pb(Mg^W 1/2 )0 3 

ii) Pb(Fe ia Nb 1/z )Qa 
lit) Pb(Fe M W^)0 3 

iv) Pb(Ni 1/3 Nb^)0 3 

v) Pb(Zn iy3 Nb^)0 3 
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Kombinationen der Verbindungen i) - v) mit 

PbTi0 3 und Pb(Mg ira Nb2^)0 3 +RGssig- 

phase 

Pb(Sc 1/2 Ta 1/2 )0 3 

[PbtMg^NbaaJObJx-IPbTIOsli-x mil PbW0 3 als s 
FIGssigphase und mit x=0.,1 , 



Aufbringen wenigstens einer Dielektrikumschicht 
auf die ersts Elektrode, 

Aufbringen wenigstens einer zweiten Elektroden- 
schicht auf die Dielektrikumschicht, 
Strukturierung der zweiten Elektrodenschicht zu 
wenigstens einer zweiten Elektrode 



Weiterhin eignen sich insbesondere Pasten gut, die 
die vorstehend genannten Bestandteile in Form von 
Putver enthalten und denen zur Erniedrigung der Pro- 10 
zefilemperatur Glaser oder ein anorganischer Binder in 
Form eines Gels beigemischt wird. 

Vorteilhafterweise ist bei den Ausfuhrungsformen 
des Bauteiles wenigstens eine organische Oder anorga- 
nische Schutzschicht vorgesehen. A)s Materialien fur is 
die Schutzschicht gegen beispielsweise mechanische 
Beanspruchungen eignen sich insbesondere potymere 
Schutzschichten oder anorganische Schutzschichten 
oder Kombinationen aus polymeren und anorganischen 
Schutzschichten, wie z.B. Si0 2 + Polyimid. Dabei kann 20 
das Bauteil mit einem Kondensator auch so ausgefuhrt 
sein, daG auf die anorganische oder polymere Schutz- 
schicht ein weiteres Substrat, beispielsweise ein Glas- 
substrat, aufgeklebt ist. 

Weiterhin sind vorzugsweise wenigstens zwei End- 25 
kontakte vorgesehen. An den Endkontakten kann das 
Bauteil mit extern en Bauelementen el ekt risen gekoppelt 
werden. Diese Endkontakte kOnnen vorteilhafterweise 
je nach Anwendung unterschiedlich ausgefuhrt sein. 
Daher sind neben den konventionellen Endkontakten, 30 
bei welchen 5 Flachen kontaktiert werden, weitere 
Gestaltungsformen moglich und fur bestimmte Applika- 
tionen oder Arten der Bauteil montage geeigneter. Bei- 
spielsweise kOnnen verwendet werden: 

35 

a) SMD- Endkontakte mit weniger als 5 Kontaktfla- 
chen, 

b) Endkontakte, bei denen 3 Flachen U-formig kon- 
taktiert werden, 

c) Endkontakte, bei denen 2 Flachen L-formig kon- 40 
taktiert werden, 

d) SMD-Endkontakte mit 5 Oder weniger Kontaktfla- 
chen, bei denen sowohl die obere als auch die 
untere Elektrodenschicht von oben kontaktiert wer- 
den, 45 

Die Aufgabe der Erfindung wird weiterhin mtt einem 
Verfahren zur Herstellung eines Bauteiles mit einem 
Kondensator mit den Schritten 

50 

Bereitstellen wenigstens einer Substratschicht aus 
Glas, 

Aufbringen wenigstens einer Antireaktionsschicht 
auf die Substratschicht, 

Aufbringen wenigstens einer ersten Elektroden- 55 
schicht auf die Antireaktionsschicht, 
Strukturierung der ersten Elektrodenschicht zu 
wenigstens einer ersten Elektrode, 



gel fist bei dem als Material fur die Antireaktionsschicht 
wenigstens ein Element aus einer Gruppe, bestehend 
aus Ti0 2 , Zr0 2 , Hf0 2 , SrTi0 3 , CaTi0 3l BaTi0 3 , 
BaZ^TiT^Os mit x=0..1 t PhZTji^Os mit x=0..1, 
Ta 2 0 5 , Nb 2 05. MgO, BeO, Al 2 0 3 , MgAI 2 04,2r7i0 4 , 
BaF 2 , MgF 2 . Y 2 0 3 , Sc^, La 2 0 3 und Ln 2 0 3 , wobei Ln 
Lanthanide wie z.B. Pr 2 0 3 sind, vorgesehen ist. Zur 
Herstellung der Dielektrikumschicht eignen sich als 
Abscheideverfahren insbesondere Sputtern, Elektro- 
nenstrahlverdampfung, Laser-Ablation, chemische 
Abscheidung aus der Gasphase oder nalJchemische 
Verfahren wie das Sol-Gel -Verfahren. Dazu sind als 
Abscheideverfahren fur die Antireaktionsschicht vorteil- 
hafterweise nafJchemische Verfahren, wie zum Beispiel 
Schleudern, Tauchen, Spruhen oder Sputtern, die che- 
mische Abscheidung aus der Gasphase oder Laser 
Ablation vorgesehen. 

Die Aufgabe der Erfindung wird ebenfalls mit einem 
Verfahren zur Herstellung eines Bauteiles mit einem 
Kondensator mit den Schritten 

Bereitstellen wenigstens einer Substratschicht aus 
AJ 2 0 3 , 

- Aufbringen wenigstens einer Planartsierungs- 
schicht auf die Substratschicht, 

- Aufbringen wenigstens einer ersten Elektroden- 
schicht auf die Planarisierungsschicht, 
Strukturierung der ersten Elektrodenschicht zu 
wenigstens einer ersten Elektrode, 

Aufbringen wenigstens einer Dielektrikumschicht 
auf die erste Elektrode, 

Aufbringen wenigstens einer zweiten Elektroden- 
schicht auf die Dielektrikumschicht, 

- Strukturierung der zweiten Elektrodenschicht zu 
wenigstens einer zweiten Elektrode 

gelost, bet dem als Materia! fur die Planarisierungs- 
schicht nicht kristallisierende Glaser mit/ohne Zusatz 
von wenigstens einem Element aus einer Gruppe, 
bestehend aus Ti0 2 , Zr0 2 , Hf0 2 , SrTi0 3 , CaTi0 3 , 
BaTi0 3 , BaZrxTi^xOs mit x=0..1, PtaZ^Ti^Cb mit 
x=0..1, Ta 2 0 5 , Nb 2 0 5 , MgO, BeO, Al 2 0 3 , MgAI 2 0 4 , 
ZrTi0 4 , BaF 2 , MgF 2 ,Y 2 0 3 , Sc 2 0 3 , La 2 0 3 und Ln 2 0 3 , 
wobei Ln Lanthanide wie z.B. Pr 2 0 3 sind, vorgesehen 
sind. Dabei wird zur Herstellung der Dielektrikumschicht 
als Abscheideverfahren vorzugsweise ein Druckverfah- 
ren wie Stebdrucken, Flexoprinten, Schleudern, Tau- 
chen, Doctor Blade oder Curtain Coating verwendet. 
Die Planarisierungsschicht wird darm vorteilhafterweise 
mit Verfahren wie einem Druckverfahren wie Siebdruk- 
ken, Flexoprinten, Schleudern, Tauchen, Doctor Blade 
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Oder Curtain Coating abgeschieden. 

Da es sich bei der Herstellung dieser Produkte in 
der Regel urn Massenprodukte handelt, die in Consu- 
meranwendungen eingesetzt werden, mQssen beson- 
ders kostengQnstige Verfahren zum Einsatz kommen. s 
Als sehr kostengQnstiges Verfahren zur Abscheidung 
diinner, dielektrischer Schichten mit K>10 wird bei- 
spielsweise ein naUchemisches DGnnscriichtverfahren, 
wie z.B. das Sol-Gel Verfahren eingesetzt. Hiermit kon- 
nen z.B. Pblx-Jx^O^ - Schichten in Form keramischer 10 
Schichten bei Temperaturen von ca. 400 - 700*C 
erzeugt werden. Die Prozefitemperaturen liegen damit 
500 - 600°C niedriger als die entsprechenden Tempera- 
turen zur Herstellung dichter keramische PhZ^Ti^Og - 
SinterkSrper. Der Einsatz dieser Verfahren, wie z.B. is 
naBchemischer Verfahren, gestattet die Abscheidung 
der Schichten bei niedrigen Temperaturen mit Dicken 
biszu 10 nm. Die niedrigen Temperaturen sind not-wen- 
dig, um die sehr dunnen Schichten auf kostengunstigen 
Substraten, wie z.B. Glassubstraten oder Al 2 0 3 - Sub- 20 
straten, zu fertigen. Um sehr dunne Kbndensatoren zu 
erzeugen, werden dunne Substralplatten mit Dicken 
von ca. 200 - 500 um eingesetzt. 

Im folgenden soli die Erfindung anhand einer Figur 
und von sechs Ausfiihrungsbeispielen erlautert werden. 2s 
Dabei zeigt 

Fig. 1 : den schematischen Aufbau des erfindungs- 
gemaBen Bauteiles im Querschnitt 

30 

In dem Bauteil in Figur 1 bezeichnet 1 eine Sub- 
stratschicht, beispielsweise Glas oder Al 2 0 3 , 2 eine 
Antireaktions- bzw. Planarisierungsschicht, 3 eine erste 
Elektrode, 4 eine Dielektrikumschicht, 5 eine zweite 
Elektrode, 6 eine Schutzschicht und 7 zwei auf beiden 35 
Seiten angebrachten Endkontakte. Neben den konven- 
tionellen Endkontakten, bei denen funf Flachen des 
Bauteiles kontaktiert werden, sind auch andere Ausfuh- 
rungsformen denkbar. 

Im folgenden werden AusfOhrungsformen der Erfin- 40 
dung erlautert, die beispielhafte Realisierungsmoglich- 
keiten darstellen, Wie for den Fachmann leicht 
ersichtlich ist, sind durch einfache Abweichungen wei- 
tere AusfOhrungsformen denkbar, ohne den Rahmen 
des Patentanspruchs zu verlassen. 45 

Ausfuhrungsbeispiel 1 : 

Auf ein Glassubstrat 1 (Corning 7059) wird durch 
ein Sputterverfahren eine dunne Ti-Schicht 2 aufge- so 
bracht und anschlieUend oxidiert Im Anschlufi daran 
wird eine Ti/Pt - Schicht 3 aufgesputtert. Zur Strukturie- 
rung wird diese Elektrodenschicht durch eine mechani- 
sche Maske gesputtert. Auf dieses Substrat wird eine 
PbZr 0t 35Ti 0i65 O3 - Schicht 4 aufgebracht. Die Abschei- ss 
dung der PbZr 0 35 Ti 0 65 0 3 -Schicht 4 erfolgt durch Ein- 
satz einer Losung, bei welcher Bleiacetat-tri-hydrat in 
60g Ethylenglykolmonomethylether aufgelflst wurde. Zu 



dieser Losung wurden 8,62g Titan-tetra-n-butylat und 
7.51 g Zirkon-tetra-n-butylat gegeben. Die Losung 
wurde durch ein Celluloseacetatfilter mit einer Poren- 
weite von 0,2 |wn f iltriert. Zur Abscheidung einer PZT - 
Schicht 4 wird ein Glassubstrat 1 mit strukturterter Pt - 
Elektrode 3 eingesetzt. Auf dieses Substrat werden ca. 
1 ml der Pb-Ti-Zr-Losung aufgebracht und damit mit 
ein em Schleuderverfahren mit 2500 Umdrehungen pro 
Minute beschichtet. Die Schicht wird mit 100'C/sec auf 
550°C urrter Sauerstotfatmosphare aufgeheizt und 
anschlieBend bei dieser Tempemtur gesintert. Dieser 
Vorgang wird mehrmals wiederholt, um eine Schicht mit 
einer Schichtdicke von ca. 0,3-1 |xm zu erzeugen. Auf 
diese PZT Schicht 4 wird durch eine mechanische 
Maske eine zweite Pt - Elektrode 5 aufgesputtert. Nach 
Abscheidung einer 0,5 jim dicken Si0 2 -Schicht und 
einer organischen Schutzschicht 6 werden die Sub- 
strate in Streifen geteilt und anschlieBend mit Endkon- 
takten 7 versehen. 

Ausfuhrungsbeispiel 2: 

Auf ein Glassubstrat 1 (Schott AF45) wird durch ein 
Sputterverfahren eine dunne Ti-Schicht 2 aufgebracht 
und thermisch oxidiert. AnschlieBend wird eine Ti/Pt 
Schicht 3 aufgesputtert. Zur Strukturierung wird diese 
Elektrode durch reaktives lonenatzen behandelt. Auf 
dieses Substrat wird eine PbZr 0 35 "n 0 65 0 3 Schicht 4 
aufgebracht. Die Abscheidung einer PbZro^sTioesOa 
Schicht 4 erfolgt durch Einsatz einer Losung, bei wel- 
cher Bleiacetat-tri-hydrat in 60 g Ethylenglykolmonome- 
thylether aufgelost wurde. Zu dieser Losung wurden 
8,62g Titan-tetra-n-butylat und 7,51 g Zirkon-tetra-n- 
butylat gegeben. Die Losung wurde durch ein Cellulo- 
seacetatfilter mit einer Porenweite von 0,2 um filtriert. 
Zur Abscheidung einer PZT Schicht 4 wird das Glas- 
substrat 1 mit strukturierter Pt Elektrode 3 eingesetzt. 
Auf dieses Substrat werden ca. 1 ml der Pb-Ti-Zr- 
Lflsung aufgebracht und mit einem Schleuderverfahren 
mit 2500 Umdrehungen pro Minute beschichtet. Die 
Schicht wird mit 100 *C/sec auf 550 °C unter Sauer- 
stoffatmosphare aufgeheizt und anschlieBend bei die- 
ser Temperatur gesintert. Dieser Vorgang wird 
mehrmals wiederholt, um eine Schicht von ca. 0,2-1 jim 
zu erzeugen. Auf diese PZT Schicht 4 wird eine Pt - 
Elektrode 5 aufgesputtert und durch reaktives lonenat- 
zen strukturiert. Die weitere Verarbeitung zu einem 
Kondensatorbauteil erfolgt entsprechend Ausfuhrungs- 
beispiel 1. 

Ausfuhrungsbeispiel 3: 

Auf ein Glassubstrat 1 (Corning 1737) wird durch 
ein Sputterverfahren eine dunne Ti und TVPt Schicht 2 
und 3 entsprechend dem Ausfuhrungsbeispiel 2 aufge- 
sputtert und strukturiert. Auf dieses Substrat wird eine 
PbZr 0 35 Ti 0 65 0 3 Schicht 4 aufgebracht. Die Abschei- 
dung einer PbZr 0 35TT0 65 0 3 Schicht 4 erfolgt durch Ein- 
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satz einer LOsung, bei welcher Bleiacetat-tri-hydrat in 
60 g Ethyl englykolmonomethylether aufgelOst wurde. 
Zu dieser LOsung wurden 8,62 g Titan-tetra-n-butylat 
und 7,51 g Zirkon-tetra-n-butylat gegeben. Die LOsung 
wurde durch ein Celluloseacetatfilter mit einer Poren- 
weite von 0,2 jim filtriert. Zur Abscheidung einer PZT 
Schicht 4 wird das Glassubstrat 1 mit strukturierter Pt 
Elektrode 3 eingesetzt Auf dieses Substrat werden ca. 
1 ml der Pb-Ti-Zr-LOsung aufgebracht und mit einem 
Schleuderverfahren mit 2500 Umdrehungen pro Minute 
beschichtet. Die Schicht wird mit 300 "C/min auf 600 °C 
unter Sauerstoffatmosphare aufgeheizt und anschlie- 
Bend bei dieser Temperatur gesintert. 

Auf diese Schicht wird eine zweite Schicht der 
Zusammensetzung PbZr 0 53 Ti 0 47 0 3 aufgebracht. Dazu 
wird Bleiacetat in Methoxyethanol gelost. 4,204 g Titan- 
tetra-n-butylat und 5,076 g Zirkontetra-n-butylat werden 
in Methoxyethanol gelost. Die Titan und Zirkon enthal- 
tende LOsung wird zur Bleiacetatlosung unter Riihren 
zugefugt Wetterhin wird eine HydrolisierlOsung aus 
Wasser und konz. HN0 3 und Methoxyethanol herge- 
stellt Diese HydrolisierlOsung wird zu der Blei, Titan 
und Zirkon enthaHenden LOsung zugefOgt Auf das 
oben beschichtete Substrat werden ca. 1 ml dieser Pb- 
Ti-Zr-Losung aufgebracht und mit einem Schleuderver- 
fahren mit 2500 Umdrehungen pro Minute beschichtet. 
Die Schicht wird mit 300 'C/min auf 600 °C unter Sau- 
erstotfatmosphare aufgeheizt und anschtieBend bei die- 
ser Temperatur gesintert. Dieser Vorgang wird 
mehrmals wiederholt. Bei der letzten Beschichtung wird 
eine Heiztemperatur von 650 °C eingesetzt. Auf diese 
PZT Schicht 4 wird eine Pt Elektrode 5 aufgesputtert 
und durch reaktives lonenatzen strukturiert. Die weitere 
Verarbeitung zu einem Kondensatorbauteil erfolgt ent- 
sprechend AusfQhrungsbeispiel 1. 

Ausfuhrungsbeispiel 4: 

Auf ein Glassubstrat 1 (entsprechend Ausfuhrungs- 
beispiel 1, 2 Oder 3) wird durch ein Sputterverfahren 
eine dOnne Ti/Pt Schicht 2 und 3 mit 10 nm Ti und 140 
nm Pt aufgesputtert. Zur Strukturierung wird die konti- 
nuierliche Pt Elektrode 3 durch einen reaktiven lonen- 
atzprozefJ strukturiert AnschlieBend wird eine aus Ti0 2 
bestehende Antireaktionsschtcht 2 auf dem Substrat 1 
erzeugt, indem die kontinuierliche Ti Schicht durch eine 
thermische Behandlung bei 450 °C im Sauerstoffstrom 
in eine dichte Ti0 2 Schicht 2 umgewandelt wird. Auf die- 
ses Substrat wird eine PbZro i35 T 06 50 3 Schicht und 
eine PbZr 0 53 Ti 0 47 0 3 Schicht 4, welch e mit La dotiert 
ist, aufgebracht Die Herstellung einer Pb-La-Ti-Zr- 
LOsung erfolgt in ahnlicher Weise wie die Herstellung 
der in Ausfuhrungsbeispiel 1, 2, 3 beschriebenen 
LOsungen. Zur Abscheidung der Pb-Ti-Zr und Pb-La-Zr- 
Ti Schicht 4 wird das, wie oben mit einer Antireaktions- 
schicht 2 versehene Glassubstrat 1, eingesetzt. Die 
Abscheidung der Schichtstrukturen erfolgt wie in Aus- 
fQhrungsbeispiel 3. Auf diese PZT Schicht 4 wird durch 



ein Sputterverfahren eine Pt Schicht aufgebracht. 
Durch reaktives lonenatzen wird diese Oberelektrode 5 
strukturiert Anschlie fiend wird eine Schutzschicht 6 
bestehend aus 0,5 (im Si0 2 durch chemische Abschei- 

s dung aufgebracht und strukturiert. Auf die Si0 2 Schicht 
wird eine 10 Jim dicke Polymerschicht in Form von Poly- 
imid aufgebracht und strukturiert. Das Glassubstrat wird 
in Streifen getrennt. 

NiCr Endkontakte 7 werden aufgesputtert und 

w NiPbSn Endkontakte 7 werden in einem galvanischen 
Bad aufgewachsen. 

Ausfuhrungsbeispiel 5: 

is Auf ein Glassubstrat 1 (Schott AF45) werden durch 
ein Druckverfahren auf der Unterseite des Substrats 1 
Endkontakte aufgedruckt. AnschlieBend wird durch ein 
Schleuderverfahren einedOnne Zr0 2 Schicht als Antire- 
aktionsschicht 2 auf das Glassubstrat aufgebracht. Auf 

20 diese Antireaktionsschicht 2 wird mittels Lift-off- Verfah- 
ren eine dunne Ti/Pt Schicht 2 und 3 mit 10 nm Ti und 
140 nm Pt strukturiert aufgebracht. Auf dieses Substrat 
wird eine Schichtstruktur 4 aus einer PbZr 0 35 Ti 0 6 g0 3 
Schicht und einer PbZr 0> 53Tio,4703 Schicht, welche mit 

25 La dotiert ist. aufgebracht Die Beschichtung erfolgt wie 
in Ausfuhrungsbeispiel 4 beschrieben. Zur Herstellung 
des Kondensators wird auf die PLZT Schicht 4 eine Pt 
Schicht 5 aufgebracht. Durch ein Lift-Off-Verfahren wird 
diese Oberelektrode 5 strukturiert. AnschlieBend wird 

30 eine Schutzschicht 6 bestehend aus 0,5 nm Si 3 N 4 mit- 
tels PECVD abgeschieden. Nach der Strukturierung der 
Si 3 N 4 Schicht wird eine etwa 10 nm dicke Polyimid- 
schicht aufgebracht und strukturiert. Nach einer Sepa- 
ration in Streifen werden NiCr Endkontakte 7 

35 aufgesputtert Nach der vollstandigen Separation in 
Einzelprodukte werden NiPbSn Endkontakte 7 in einem 
galvanischen Bad aufgewachsen. 

AusfQhrungsbeispiel 6: 

40 

Auf ein AJ 2 0 3 -Substrat 1 (Dickschichtqualitat) wer- 
den durch ein Druckverfahren auf der Unterseite des 
Substrats Endkontakte aufgedruckt. AnschlieBend wird 
durch einen weiteren DruckprozeB eine Bleisilikat- 

45 schicht als Planarisierungsschicht 2 aufgedruckt. Dazu 
wird ein Bleisilikatpulver in Isopropanol dtspergiert. 
Grobe Partikel werden entfernt durch Sedimenatton. 
Die verbleibende Slurry wird auf das A1 2 0 3 Substrat 1 
mittels eines Doktorbladeverfahrens aufgebracht. Das 

so Substrat wird getrocknet und anschlieBend bei 900 "C 
gesintert Auf dieses planarisierte Substrat 1 und 2 wird 
mittels Lift-off- Verfahren eine dOnne Ti/Pt Schicht 2 und 
3 mit 10 nm T\ und 140 nm Pt aufgesputtert und struk- 
turiert. Auf dieses Substrat wird eine PbZr 0 53 Ti 0 47 0 3 

55 Schicht 4, welche mit La dotiert ist, aufgebracht. Die 
Beschichtung erfolgt wie in AusfQhrungsbeispiel 4 
beschrieben. Zur Herstellung des Kondensators wird 
auf die PLZT Schicht 4 eine Pt Schicht 5 aufgebracht. 
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Durch einen DruckprozeG und ein Lift-off- Verfahren wird 
diese Oberelektrode 5 slrukturiert. Anschlieflend wird 
eine niedrig sinternde Glasschicht als Schutzschicht 6 
aufgedruckt. Nach einer Separation in Streifen werden 
NiCr Endkontakte 7 aufgesputtert. Nach der vollstandi- 5 
gen Separation in Einzeiprodukte werden NiPbSn End- 
kontakte 7 in einem galvanischen Bad aufgewachsen. 

Patentanspruche 

10 

1. Bauteil mit einem Kondensator mit 



da 13 als Material fur die Antireaktionsschicht (2) 20 
wenigstens ein Element aus einer Gruppe, beste- 
hend aus Ti0 2 , Zr0 2 , Hf0 2 , Sr"no 3 , CaT10 3 , 
BaTi0 3 , BaZ^^ mit Xo0..1, PhZ^Ti^xOg mit 
x=0..1, Ta 2 0 5 , NbgOg, MgO, BeO, Al 2 0 3 , MgAI 2 0 4 , 
ZrTi0 4 , BaF 2 , TiB 2 , MgF 2 , Y 2 0 3 , Sc^Oa, La 2 0 3 und 2s 
Ln 2 0 3 , wobei Ln Lanthanide wie z.B. Pr 2 0 3 sind, 
vorgesehen ist. 

2. Bauteil nach Anspruch 1, 

da!3 als Material fur die Eleictrodenschichten (3. 5) 
jeweils wenigstens ein Element aus einer Gruppe, 
bestehend aus Ti/Pt, Ta/Pt, Ti/Pd/Pt, Ir, lrO x , \xO^\x, 
ZrOg/Pt, Ti/Cu, Ti/Ni, Ti/NiAl, Ti/(Ni, Al, Cr), Ti/(Ni, 
Al, Fe), Ti/(Ni, Fe, Cr), 71/(Ni, Al, Cr, Fe), Ti/(Ni. Fe, 35 
Cr, Si), Ti/(Co, Ni, Fe, Cr), PtxAI^Pt, Pt/lr0 2 , 
Ti0 2 /Pt, leitenden Oxiden, Hybriden aus wenig- 
stens einem leitenden Oxid und einem Edelmetall 
und Hybriden aus wenigstens einem Edelmetall 
und einem Nichtedelmetall, vorgesehen ist. 40 

3. Bauteil nach Anspruch 1 oder 2. 

dafi fur die Dielektrikumschicht (4) eine Schicht aus 
ferroelektrischem Material mit einer Dicke von 10 45 
nm bis 2 jim vorgesehen ist. 

4. Bauteil mit einem Kondensator mit 

- wenigstens einer Substratschicht (1) aus so 

Al 2 0 3 , 

- wenigstens einer Planaristerungsschicht (2), 
wenigstens zwei Elektrodenschichten (3, 5) 
und 

wenigstens einer Dielektrikumschicht [4), ss 
dadurch gekennzeichnet . 

da (3 als Material fur die Planarisierungsschicht (2) 



nicht kristallisierende Glaser mit/ohne Zusatz von 
wenigstens einem Element aus einer Gruppe, 
bestehend aus Ti0 2 , Zr0 2 , Hf0 2 , SrTi0 3 , CaTi0 3 , 
CaZr0 3 , BaTi0 3 , BaZ^^ mrtx=0..1,PbZr x Ti 1 . 
x 0 3 mit x=0,.1, Ta 2 0 5l Nb 2 0 5 , MgO, BeO, Al 2 0 3 , 
MgAI 2 0 4 , Zr"n0 4 , BaF 2 , MgF 2 ,Y 2 0 3l Sc 2 0 3 , La 2 0 3 
und Ln 2 0 3 , wobei Ln Lanthanide wie z.B. Pr 2 0 3 
sind, vorgesehen sind. 

5. Bauteil nach Anspruch 4, 
dadurch qekennz.eichnet, 

dafi als Material fur die Elektrodenschichten (3, 5) 
jeweils wenigstens ein Element aus einer Gruppe, 
bestehend aus Ti/Pt, Ta/Pt Ti/Pd/Pt, Ir, lrO x> Ir0 2 /lr. 
Zr0 2 /Pt, Ti/Cu, Ti/Ni, Ti/NiAl, Ti/(Ni, Al, Cr), Ti/(Ni, 
Al, Fe). Ti/(Ni, Fe, Cr), Ti/(Ni, Al, Cr, Fe), Ti/(Ni, Fe. 
Cr, Si), Ti/(Co, Ni, Fe, Cr), PtxAI^Pt, Ptyir0 2 , 
Ti0 2 /Pt leitenden Oxiden, Hybriden aus wenig- 
stens einem leitenden Oxid und einem Edelmetall 
und Hybriden aus wenigstens einem Edelmetall 
und einem Nichtedelmetall, vorgesehen ist. 

6. Bauteil nach Anspruch 4 oder 5, 

dadurch qetennz.eichnet. 

dafi fur die Dielektrikumschicht (4) eine Schicht aus 
ferroelektrischem Material mit einer Dicke von 10 
nm bis 2 um vorgesehen ist. 

7. Bauteil nach Anspruch 4, 
dadurch fleKeprKeichnrt. 

dafi als Material fur die Elektrodenschichten (3, 5) 
jeweils Wenigstens ein Metallpulver in Form einer 
Paste aus einer Gruppe, bestehend aus AgxPt^ 
mit X-0..1, Ag^d^x mit x=0..1, Ag, Cu, Ni und 
diese Metallpulver jeweils mit Zugabe geringer 
Mengen eines Haftglases, vorgesehen ist. 

8. Bauteil nach Anspruch 4 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet. 

dafi for die Dielektrikumschicht (4) eine Schicht aus 
ferroelektrischem Material mit einer Dicke von 2 \im 
bis 20 |im vorgesehen ist. 

9. Bauteil nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet. 

dafi wenigstens eine organische oder anorgani- 
sche Schutzschicht (6) vorgesehen ist. 

1 0. Bauteil nach einem der Anspnuche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali wenigstens zwei Endkontakte (7) vorgesehen 
sind. 

11. Kondensator mit 

wenigstens einer Substratschicht (1) aus Glas, 
- wenigstens einer Antireaktionsschicht (2), 
wenigstens zwei Elektrodenschichten (3, 5) 



wenigstens einer Substratschicht (1) aus Glas, 
wenigstens einer Antireaktionsschicht (2), 
wenigstens zwei Elektrodenschichten (3, 5) is 
und 

wenigstens einer Dielektrikumschicht (4), 
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und 

- wenigstens einer Dielektrikumschicht (4), 

da 3 als Material fOr die Antireaktionsschicht (2) 5 
wenigstens ein Element aus einer Gruppe, beste- 
hend aus Ti0 2 , 2r0 2 , Hf0 2 , SrTi0 3 , CaTi0 3 , 
BaTi0 3< BaZr x Tt^O z mit x=0..1, mit 
x=0..1 , Ta 2 0 5 , Nt^Os, MgO, BeO, Al 2 0 3l MgAI 2 0 4 , 
ZrTi0 4 , BaF 2 , TiB^MgF^ Y 2 0 3) Sc^, La 2 0 3 und io 
Ln 2 0 3 , wobei Ln Lanthanide wie z.B. Pr 2 0 3 sind, 
vorgesehen ist. 

12. Kondensator mit 

15 

wenigstens einer Substratschicht (1) aus 
Al 2 0 3 , 

wenigstens einer Planarisierungsschicht (2), 
wenigstens zwei Elektrodenschichten (3, 5) 
und 20 
wenigstens einer Dielektrikumschicht (4), 

daft als Material fur die Planarisierungsschicht (2) 
nicht kristallisierende Glaser mit/ohne Zusatz von 25 
wenigstens einem Element aus einer Gruppe, 
bestehend aus Ti0 2 , Zr0 2 , Hf0 2 , SrTi0 3 , CaTi0 3 , 
CaZr0 3 , BaTi0 3 , BaZ^Ti^Og mit x=0..1,PbZr x TV 
x 0 3 mit x»0..1, Ta 2 0 5 . Nb 2 0 5 , MgO, BeO, Al 2 0 3 , 
MgAI 2 0 4 , ZrTi0 4 , BaF 2 , MgF 2 ,Y 2 0 3 , Sc 2 0 3 , La 2 0 3 30 
und Ln 2 0 3 , wobei Ln Lanthanide wie z.B. Pr 2 0 3 
sind, vorgesehen sind. 

13. Verfahren zur Herstellung eines Bauteiles mit 
einem Kbndensator mit den Schritten 35 

Berettstellen wenigstens einer Substratschicht 
(1) aus Glas, 

Aufbringen wenigstens einer Antireaktions- 
schicht (2) auf die Substratschicht (1 ), « 
Aufbringen wenigstens einer erst en Elektro- 
denschicht (3) auf die Antireaktionsschicht (2), 

- Strukturi erung d er ersten Elektrodenschicht (3) 
zu wenigstens einer ersten Elektrode (3), 
Aufbringen wenigstens einer Dielektrikum- *s 
schicht (4) auf die erste Elektrode (3), 
Aufbringen wenigstens einer zweiten Elektro- 
denschicht (5) auf die Dielektrikumschicht (4), 
Strukturierung der zweiten Elektrodenschicht 

(5) zu wenigstens einer zweiten Elektrode (5), so 

dadurch gekennzeichnet. 

da 6 als Material fur die Antireaktionsschicht (2) 
wenigstens ein Element aus einer Gruppe, beste- 
hend aus Ti0 2 , Zr0 2 , Hf0 2 , SrT10 3 , CaTi0 3 , ss 
Ba710 3 , BaZfxTij.xO;) mit x=0..1, PbZr x Ti-|. x 03 mit 
x=0..1 , Ta 2 0 5 , Nb 2 0 5 , MgO, BeO. Al 2 0 3 , 
MgAI 2 0 4 ,ZrTi0 4 , BaF 2 , MgF 2 , Y 2 0 3 , Sc 2 0 3 . La 2 0 3 



und Ln 2 0 3 , wobei Ln Lanthanide wie z.B. Pr 2 0 3 
sind. vorgesehen ist. 

14. Verfahren zur Herstellung eines Bauteiles mit 
einem Kondensalor mit den Schritten 

Berertstellen wenigstens einer Substratschicht 

(1) aus Ai 2 0 3 , 

Aufbringen wenigstens einer Planarisierungs- 
schicht (2} auf die Substratschicht (1), 

- Aufbringen wenigstens einer ersten Elektro- 
denschicht (3) auf die Planarisierungsschicht 

(2) . 

- Strukturierung der ersten ElektrodenschicW (3) 
zu wenigstens einer ersten Elektrode (3), 
Aufbringen wenigstens einer Dielektrikum- 
schicht (4) auf die erste Elektrode (3), 
Aufbringen wenigstens einer zweiten Elektro- 
denschicht (5) auf die Dielektrikumschicht (4). 
Strukturierung der zweiten Elektrodenschicht 
(5) zu wenigstens einer zweiten Elektrode (5), 

dadurch geKenn^eichnet, 

dafi als Material fur die Planarisierungsschicht (2) 
nicht kristallisierende Glaser mit/ohne Zusatz von 
wenigstens einem Element aus einer Gruppe, 
bestehend aus Ti0 2 , Zr0 2 , Hf0 2 , SrT10 3 , Ca710 3 , 
BaTi0 3 , BaZ^Ti^^ mit x=0..1, PbZrJi^Oa mit 
x=0..1, Ta 2 0 5 , Nb 2 0 5 , MgO, BeO, Al 2 0 3 , MgAI 2 0 4 , 
ZrTi0 4 , BaF 2 , MgF 2 ,Y 2 0 3 , Sc20 3 , La 2 0 3 und 
Ln 2 0 3 , wobei Ln Lanthanide wie z.B. Pr 2 0 3 sind, 
vorgesehen sind. 



15 



9 



EP0 823 718 A2 




10 



